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１．概要（Summary）

Ga2O3は、材料物性および量産性の点から、次世代の

低損失高耐圧パワーデバイス用材料として開発が進

められている。本研究では、課題番号 F-17-WS-0011
にて試作したトレンチMOS型Ga2O3ショットキーダ

イオード(MOSSBD)の耐圧測定を行い、そのばらつき

を評価した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】  高耐圧プローバ, 高耐圧デバイ

ス測定装置

【実験方法】

課題番号 F-17-WS-0011 にて試作した Ga2O3 トレン

チ MOSSBD を、電気特性を早稲田大学ナノテク PF の

高耐圧プローバおよび高耐圧デバイス測定装置にて評

価した。

３．結果と考察（Results and Discussion）

Ga2O3 基板上に複数作製した MOSSBD の逆方向特

性を Fig.1 に示す。どの素子もおおよそ同程度のリーク

特性を示しており、比較的安定してデバイスを作製でき

ていることがわかった。

Fig.1 Reverse characteristics of Ga2O3 MOSSBD.

４．その他・特記事項（Others）
他の機関の利用：NIMS、東工大

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）
なし

６．関連特許（Patent）
なし
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